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１．概要（Summary） 

我々は単一分子で恰も強誘電体の様に振る舞う「単分

子誘電体」を開発している。この点で、一つ一つの分子が

強誘電体と同様にメモリとして駆動することが期待できる

ため、従来のメモリデバイスの微細化を可能とする新規材

料として期待されている。本研究では、「単分子誘電体」

のメモリ特性（応答速度、書き換え耐性、消費電力）を評

価するため、キャパシタ型デバイスの作製を行った。具体

的には、アルミニウム蒸着薄膜で当該分子をサンドイッチ

した M-O-M (Metal-Oxide-Metal)構造を作製するため、

成膜条件や表面構造の観察を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置、真空蒸着装置、走査型電子顕微

鏡 SEM、スピンコータ 

【実験方法】 

I. キャパシタ構造の作製 

①Si基板前準備（SH、HF洗浄） 

②Si 基板上にアルミニウム薄膜を成膜（真空蒸着装

置） 

③下部電極をパターニング（マスクレス露光装置） 

④現像 

⑤「単分子誘電体」の塗布（スピンコータ） 

⑥アルミニウム薄膜の蒸着[Si 基板を等間隔に配列さ

せマスクとして使用] 

 

II.表面構造の評価 

スピンコート後に薄膜の表面構造・断面を走査型電

子顕微鏡（SEM）により評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figure 1. The picture of M-O-M capacitor-type 

device 

 

図 1に作製したキャパシタ構造の写真を示した。下部ア

ルミニウム配線は 5-200 m に設定し、上部アルミニウム

配線は約 1 mmに設定した。SEM測定から「単分子誘電

体」薄膜の表面構造・膜厚を評価したところ、約 10 nmの

膜厚を持つ均一なナノ薄膜が作製していることを明らかに

した。現在は、同様の手順で複数のキャパシタ型デバイス

を作製し、メモリ特性評価に向けて装置立ち上げを行って

いる。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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